1. Radioterapijos radioaktyvaus paviršiaus šaltinio paruošimo būdas, apimantis:
struktūros, turinčios metalo paviršių, teikimą; minėtos struktūros padėties nustatymą bent vieno radionuklido, parinkto iš grupės, susidedančios iš radžio-223 ir radžio-224, sraute taip, kad būtų surinkti minėto bent vieno radionuklido atomai ant ar po minėtu paviršiumi; ir terminio apdorojimo taikymą minėtam paviršiui ir minėtiems atomams šildant minėtą paviršių iki temperatūros nuo maždaug 400 °C iki maždaug 500 °C tokiu būdu, kad minėti atomai yra įterpiami į minėtą paviršių, tačiau jiems leidžiama atšokti nuo minėto paviršiaus po radioaktyviojo skilimo, išspinduliuoti terapinę skilimo grandinės branduolių dozę.
2. Būdas pagal 1 punktą, kur minėtos struktūros teikimas apima bent dalinį struktūros, pagamintos iš nelaidžios medžiagos, padengimą bent vienu metalo sluoksniu, tokiu būdu suformuojant minėtą paviršių.
3. Būdas pagal 2 punktą, kur minėta nelaidi medžiaga apima bioabsorbuojamą medžiagą.
4. Būdas pagal bet kurį iš 1 - 3 punktų, papildomai apimantis bent dalinį minėto paviršiaus padengimą apsaugine danga.
5. Būdas pagal bet kurį iš 1 - 4 punktų, papildomai apimantis minėto paviršiaus apdorojimą skysčiu taip, kad būtų pašalinti minėto bent vieno radionuklido likutiniai atomai iš minėto paviršiaus.
6. Būdas pagal bet kurį iš 1 - 5 punktų, kur minėto bent vieno radionuklido minėti atomai surenkami būdu, parinktu iš grupės, susidedančios iš tiesioginio implantavimo vakuume ir minėto paviršiaus prijungimo prie neigiamo poliškumo įtampos šaltinio.
7. Radioterapijos radioaktyvus paviršiaus šaltinis, gautas pagal bet kurį iš 1 - 6 punktų.
8. Radioaktyvus paviršiaus šaltinis pagal 7 punktą, kur minėta nelaidi medžiaga yra bioabsorbuojama medžiaga.
9. Būdas arba radioaktyvus paviršiaus šaltinis pagal bet kurį iš 1 - 8 punktų, kur minėta nelaidi medžiaga suformuoja siuvimo siūlą.
10. Būdas arba radioaktyvus paviršiaus šaltinis pagal bet kurį iš 1 - 8 punktų, kur bent vieno radionuklido minėti atomai yra keli angstremai žemiau minėto paviršiaus.
11. Būdas arba radioaktyvus paviršiaus šaltinis pagal bet kurį iš 1 - 10 punktų, kur minėtiems atomams leidžiama spinduliuoti skilimo grandinės branduolius iš radioaktyvaus paviršiaus šaltinio, esant išeinančiam srautui nuo maždaug 102 iki maždaug 105 branduolių per sekundę.
12. Būdas arba radioaktyvus paviršiaus šaltinis pagal bet kurį iš 1 - 11 punktų, kur minėto bent vieno radionuklido paviršiaus tankis yra nuo maždaug 1010 iki maždaug 1013 atomų/cm2.
